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摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示器的像素结构及其制造方法，在此像素结构
中，由金属层/介电层/重掺杂硅层构成储存电容器的下电极/电容介电层/
上电极，以增加其电容量。同时，在薄膜晶体管的底部形成金属遮光层
以减少光漏电流的发生。采用本发明，在储存电容器的部分，其下电极
是由金属所构成，其上电极由重掺杂的硅层所构成。因此，与由非掺杂
硅层、栅介电层与金属层所构成的现有技术的储存电容器相较下，可大
幅增加储存电容器的电容量。此外，薄膜晶体管的下方也多一层金属遮
光层，以阻断光漏电流的产生。
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